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【はじめに】 カルコパイライト系材料は光吸

収係数が高く，単結晶シリコンと比べ薄膜に太

陽電池を作ることができる．その中でも CIGS 

(Cu(In,Ga)Se2)系薄膜太陽電池は変換効率が

22.6％まで達成されており，さらなる高効率化

が目指されている．一方，単接合型太陽電池の

理論変換効率を上回る新規構造として多接合

型や中間バンド型太陽電池が大きな注目を浴

びている．特に，中間バンド型太陽電池は同一

半導体母体中で多段階光吸収をすることで高

効率化が期待できるシンプルな電池構造とし

て提案された[1]．そこで，我々は同じカルコ

パイライト半導体をベースとした次世代型太

陽電池を目指し，今回，その母体材料となりう

るワイドギャップを持つCuGaS2薄膜を作製し，

その結晶性を評価した． 

【実験と結果】 本実験はパイレックスガラス

基板上にRFマグネトロンスパッタリング法を

用いて CuGaS2 薄膜を形成した．基板温度は

200℃，300℃，400℃と変えた 3 つの試料を作

製した．ターゲットは CuGaS2を用い，Ar雰囲 

気でスパッタリングを行った．バックグラウン

ド圧力は 4.0×10-4 Pa，スパッタ中圧力 5 Pa，

Fig. 1 XRD spectra for substrate temperatures 

(a) 400, (b) 300, and (c) 200. 

Arガス流量 10 sccm，RF出力 50 W，スパッタ 

時間は 1時間とした．薄膜の膜厚は 3つの基板

ではほぼ 0.31 um になった． 

  Fig.1 及び 2 ではそれぞれ x 線回折（XRD)

と原子間力顕微鏡（AFM）観察結果を示す． 

Fig.1 より全体的にはすべての試料では多結晶

性を示す XRDピークは観察できたがバックグ

ラウンドに比べてその強度が低く，結晶性の向

上を目指す必要がある．また，Fig.2 では基板

温度 300℃では表面粗さが比較的平坦であり，

基板温度の増加や低下に伴い表面の粗さが悪

化する傾向がみられた．アニール等の結晶化処

理により，その改善の期待が大きい． 
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Fig. 2 AFM surface morphologies for substrate 

temperatures (a) 400°, (b) 300°, and (c) 200°. 

Also shown for (d) a glass substrate. (3 µm×3 

µm) 

第65回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集 (2018 早稲田大学・西早稲田キャンパス)17a-F310-11 

© 2018年 応用物理学会 12-026 13.9


